
2. Поверхность, пленки, слои
Формирование и селективное легирование SiGe низкоразмерных структур и их использование для приборных приложений
А. В. Новиков1
1 Институт физики микроструктур РАН, ГСП-105, Нижний Новгород, 603950, Россия.
тел: (831)417-94-80, факс: (831)417-94-74, эл. почта: anov@ipmras.ru
В работе рассмотрены особенности упругой и пластической релаксации упругих напряжений в SiGe гетероструктурах, выращенных на различных подложках (Si(001), Ge(001), релаксированных SiGe буферах). Использование различных подложек позволило выявить влияние знака деформации на релаксацию упругих напряжений в SiGe гетероструктуры. В частности показано, что при росте растянутых GeSi/Ge(001) слоев, в отличие от сжатых SiGe/Si(001) структур, отсутствует область параметров структур и условий роста, в которой релаксация упругих напряжений на начальном этапе происходит за счет образования самоформирующихся бездефектных наноостровков. Установленные особенности роста сжатых и растянутых SiGe слоев связываются с зависимостью энергии моноатомных ступеней на (2х1) реконструированной поверхности (001) от знака деформации [1]. Продемонстрирована возможность управления ростом Ge(Si) самоформирующихся островков за счет предосаждения слоев с различным знаком деформации [2].
В работе также рассмотрена проблема селективного легирования кремния и SiGe гетероструктур донорными примесями, вызванная сегрегацией основных донорных примесей как в Si так и в Ge. Для решения этой проблемы были выполнены детальные исследования сегрегационных свойств Sb в Si, Ge и SiGe гетероструктурах [3, 4]. С использованием полученных температурных зависимостей коэффициента сегрегации Sb в этих материалах развит оригинальный метод селективного легирования SiGe структур сурьмой [2]. Параметры селективно легированных областей, полученных с помощью предложенного метода, соответствуют рекордным значениям, приведенным в литературе [3, 4].
Развитые методы контролируемого получения и легирования SiGe наноструктур использованы для формирования на кремнии источников и приемников излучения ближнего ИК диапазона. Впервые при комнатной температуре в диапазоне длин волн 1.3-1.55 мкм продемонстрирована оптическая связь между SiGe структурами. При этом в качестве источника излучения использовался светодиод с Ge(Si)/Si(001) наноостровками, а приемника – фотодиод на основе релаксированного Ge/Si(001) слоя.
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